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SIMULACAO E EXTRAGCAO DE PARAMETROS DE DISPOSITIVOS MOS

Ricardo Wada (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Alexandre Diniz (Orientador), Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computacéo - FEEC, UNICAMP

A simulacéo e a extragdo de parametros de dispositivos MOS s&o de grande importancia para a
industria e para aplicagbes em projetos de eletronica. Neste trabalho, foram abordadas diversas
técnicas para obtencdo dos valores de dispositivos MOS fabricados no CCS (Centro de
Componentes Semicondutores), na Unicamp. Uma das técnicas utilizadas € a analise matematica
das curvas de corrente, tensdo e de capacitancia dos dispositivos estudados, com uso de
equacBes mateméticas a partir das variveis obtidas desses gréficos. Outra técnica € a simulacao
computacional com uso de programa especifico de eletronica. O software utilizado foi o ADS
devido a sua grande capacidade de simulacdo e otimizacdo de componentes semicondutores. A
simulacdo baseia-se em valores da tensao, corrente e capacitancia, dispostos em um arquivo de
entrada. O ADS retorna os valores otimizados com uma dada imprecisdo, cabendo ao usuério
ajustar as configuracdes do programa a cada iteracdo, para melhorar tais resultados. A grande
vantagem da utilizacdo dessas técnicas € a extracao de parametros de dispositivos que empregam

recentes inovagfes, como diferentes materiais do dielétrico de porta por exemplo.
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